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【諸言】High-k 材料として実用化され、DRAM や RRAM の材料としても検討されている HfO2系薄膜

に、Y2O3や SiO2や ZrO2を固溶させることで強誘電性の発現が報告された。
1,2)  HfO2系薄膜における

強誘電性の起源は、高圧相の単斜晶相であると指摘されており、電極で挟んだ HfO2系の非晶質膜を熱

処理することで得られている。しかし、既往報告の殆どでは、微細加工を優先した TiN 電極が用いら

れているため、熱処理条件は TiN 電極を維持できる温度、時間、雰囲気に限定されている。本研究で

は、HfO2 系薄膜における強誘電性と結晶構造の関係を明らかにするために、様々な電極で挟んだ

(Hf,Zr)O2薄膜を用いて、広い条件下での熱処理を行ったので報告する。 

【実験条件】(Hf,Zr)O2薄膜は、Hf と Zr 原料を交互供給するパルス MOCVD 法を用いて、様々な電極

付き基板上に 350Cで堆積させた。上部電極を作製後、様々な条件で熱処理を行った。 

【結果】図 1は窒素雰囲気で 10 分間熱処理した Ir/(Hf0.5Zr0.5)O2/Ir/SiO2/Si キャパシタ構造における、室

温での P-E 特性の測定結果である。(Hf0.5Zr0.5)O2の膜厚は 15nmである。熱処理温度の上昇に伴い、角

形の良いヒステリシスループが観測され、700 C において最大残留分極値 12C/cm
2を示した。結晶構

造との関係は当日報告する。 
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Fig. 1 P-E hysteresis loops measured at room temperature.  Samples were annealed at (a) 500 °C, 

(b) 600 °C, (c) 650 °C, (d) 700 °C and (e) 750 °C for 10 min in N2 atmosphere. 
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